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性能特点 
 频率范围：0.1GHz～8GHz 

 插入损耗：1.3dB @6GHz 

 高隔离度：45dB @6GHz 

 输入 P1dB：26dBm @VSS=-5V 

 吸收式电路结构，50Ω端口匹配 

 集成 2:4 译码器和驱动器电路 

 芯片尺寸：2.00mm×1.65mm×0.07mm 

产品简介 
NC16308C-108/ NC16308C-108M 是一款 0.1GHz~8GHz 吸收式 GaAs 工艺 SP4T 开关芯片，M 为左右镜像版。在宽

带范围内实现低的插入损耗和良好的隔离度。芯片内部集成 2:4 译驱器和驱动器电路，仅需 2 个外部逻辑控制线，有效

地降低了系统复杂度。在-5V 电源电压工作条件下，兼容-5/0V 和 0/5V TTL 逻辑控制。输入和输出端直流耦合且已匹

配至 50Ω，环境温度在-55 ~ +125℃变化时，电路能够稳定工作，可应用于宽带通讯、雷达、测量等系统。 

典型参数（TA = +25℃） 

指标 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

频率范围 f 0.1  8 GHz 

插入损耗 IL  1.3 1.6 dB 

隔离度 ISO 40 45  dB 

输入回波损耗 RLI 20 25  dB 

输出回 

波损耗 

插损态（ON） 
RLO 

20 22  dB 

隔离态（OFF） 20 30  dB 

开关时间 tON, tOFF  40  nS 

输入 1dB 压缩点 IP1dB  26  dBm 

输入三阶交调 IIP3  30  dBm 

工作电流（VSS =-5V） ISS  6  mA 

数字 

控制 

负

TTL 

低电平 VLN -0.2 0 0 V 

高电平 VHN -5.5 -5 -4.7 V 

正

TTL 

低电平 VLP 0 0 0.2 V 

高电平 VHP 4.7 5 5.5 V 

使用限制参数 

参数 符号 极限值 

最大输入功率 Pin 26dBm 

最大工作电压 VSS -6V 

控制电压 
负 TTL VHL -5.5V 

正 TTL VHP 5.5V 

储存温度 TSTG -65℃～+150℃ 

工作温度 Top -55℃～+125℃ 

功能框图
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典型曲线 

    以下电特性曲线为射频端口接有键合线结果，两根直径 25μm、长度为 300μm 的金丝。 
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RFC to RF2 Insertion Loss vs. Temperature 
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RFC to RF1, RF2, RF3, RF4 @ Temp=25C
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RFC to RF2 Isolation vs. Temperature 
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RFC to RF1, RF2, RF3, RF4 @ Temp=25C
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Input Return Loss 
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NC16308C-108 NC16308C-108M 
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Input 1dB Compression Point @ Temp=25C 
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Input IP3 @ Pin=-10dBm, Temp=25C
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外形尺寸及压点排列图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注：图中单位均为微米 (μm)；外形尺寸公差±50μm；坐标原点位于芯片左下角。 
 

压点排列图 

序列号 符号 功能 压点尺寸 
压点中心坐标 

说明 
NC16308C-108 NC16308C-108M

1 RFC 射频输入端 100×120μm2 （100，825） （1900，825） 直流耦合且匹配至 50 欧姆 

2 RF1 射频输出 1 120×100μm2 （300，1550） （1700，1550）
直流耦合且匹配至 50 欧姆 

3 RF2 射频输出 2 120×100μm2 （1440，1550） （560，1550） 

4 VSS 负电源电压 80×80μm2 （1910，1450） （90，1450） 典型值-5.0V，与 9 内部相连

5 PA 正 TTL A 80×80μm2 （1910，1320） （90，1320） 

正、负压 TTL 输入， 

逻辑控制关系参照真值表 

6 NA 负 TTL A 80×80μm2 （1910，1190） （90，1190） 

7 NB 负 TTL B 80×80μm2 （1910，460） （90，460） 

8 PB 正 TTL B 80×80μm2 （1910，330） （90，330） 

9 VSS 负电源电压 80×80μm2 （1910，200） （90，200） 典型值-5.0V，与 4 内部相连

10 RF3 射频输出 3 120×100μm2 （1440，100） （560，100） 
直流耦合且匹配至 50 欧姆 

11 RF4 射频输出 4 120×100μm2 （300，100） （1700，100） 

0
0

2000

1650

1

2 3

825

300 1440 1910

1450
1320
1190

4
5
6

460
330
200

7
8
911 10

300 1440

1

23

825

170056090

1450
1320
1190

4
5
6

460
330
200

7
8
9 1110

17005600
0

2000

1650



                                                  NC16308C-108/ NC16308C-108M 
GaAs 集成译码和驱动 SP4T 开关芯片,DC～8GHz 

 
 

石家庄市合作路 113 号         技术服务电话：0311-87091556，87091520         传真：0311-87091645 
 

中 国 电 子 科 技 集 团 公 司 第 十 三 研 究 所                               v01.1904

NC16308C-108 NC16308C-108M 

逻辑控制真值表 

 
   注：1. 正压 TTL 控制与负压 TTL 控制不能同时使用； 

2. 当选用正压 TTL 控制时，使用 PB 和 PA 端，逻辑“High”对应电压典型值为 5V，逻辑“Low”对应电压典型值为 0V； 

 当选用负压 TTL 控制时，使用 NB 和 NA 端，逻辑“High”对应电压典型值为-5V，逻辑“Low”对应电压典型值为 0V； 

        3. 使用时先对 VSS 加电，再对控制输入加电；停止使用时顺序相反，即最后对 VSS 断电； 

        4. RFC 既可以是射频输入端，也可以是射频输出端； 

        5. 逻辑控制输入端外部需串接 500Ω电阻； 

        6. 射频端口之间是直流耦合，当两端口之间电平相同时无需添加隔直电容。 

建议装配图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事项 

1) 在净化环境装配使用； 

2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心； 

3) 芯片背面必须接地； 

4) 用 80/20 金锡烧结，烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒； 

5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电； 

6) 干燥、氮气环境储存； 

7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面； 

8) 有问题请与供货商联系。 

逻辑控制输入 信号通路 

PB PA NB NA RFC to RF1 RFC to RF2 RFC to RF3 RFC to RF4 

Low（0V） Low（0V） High（-5V） High（-5V） 插损态（ON） 隔离态（OFF） 隔离态（OFF） 隔离态（OFF）

High（5V） Low（0V） Low（ 0V） High（-5V） 隔离态（OFF） 插损态（ON） 隔离态（OFF） 隔离态（OFF）

Low（0V） High（5V） High（-5V） Low（ 0V） 隔离态（OFF） 隔离态（OFF） 插损态（ON） 隔离态（OFF）

High（5V） High（5V） Low（ 0V） Low（ 0V） 隔离态（OFF） 隔离态（OFF） 隔离态（OFF） 插损态（ON）

该产品对静电较敏感 

使用中请注意防静电 
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